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EP 0 876 242 K 54 053/6 

Technisches Gebiet 



Die vorliegende Erfindung betrifft Polierkissen, die bei der chemisch-mecha- 
nischen Planarisierung von Halbleiterwafern verwendet werden, und insbeson- 
dere Polierkissen mit in den Kissenkdrper eingebetteten Schleifteilchen gemaS 
den unabhangigen Anspruchen 1, 7, 10, 16, 19, 23. 

Hintergrund der Erfindung 

Chemisch-mechanische Planarisierungsverfahren ("CMP'-Verfahren; Chemi- 
cal mechanical planarization processes) entfernen bei der Herstellung inte- 
grierter Schaltkreise von ultrahoher Dichte Materialien von der Oberflachen- 
schicht eines Wafers. Bei einem typischen CMP-Verfahren druckt ein Wafer in 
Anwesenheit einer Aufschlammung unter kontrollierten chemischen, Druck-, 
Geschwindigkeits- und Temperatur-Bedingungen gegen ein Polierkissen. Die 
Aufschlammungs-Ldsung besitzt Schleifteilchen, die die Oberflache des Wa- 
fers abtragen, und Chemikalien, die die Oberflache des Wafers oxidieren 
und/oder atzen. Daher wird, wenn zwischen den Wafer und das Kissen eine re- 
lative Bewegung gebracht wird, durchdie Schleifteilchen (mechanische Entfer- 
nung)* und die Chemikalien in der Aufschlammung (chemische Entfernung) 
Material von der Oberflache des Wafers entfernt. 

CM p-Verfahren mussen an dem Wafer durchweg und genau eine gleichmaBi- 
ge, planare Oberflache erzeugen, weil es wichtig ist, optische oder elektroma- 
gnetische Schaltkreis-Muster auf der Oberflache des Wafers genau zu fokus- 
sieren. Mit zunehmender Dichte integrierter Schaltkreise ist es oft notwendig, 
die kritischen Abmessungen des Fotomusters innerhalb einer Toleranz von na- 
herungsweise 0,5 jim zu fokussieren. Das Fokussieren des Fotomuster auf der- 
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art kleine Toleranzen ist jedoch sehr schwierig, wenn der Abstand zwischen der 
Emissionsquelle und der Oberflache des Wafers variiert, weil die Oberflache 
des Wafers nicht gleichmafcig planar ist. Tatsachlich konnen auf einem Wafer 
mit einer nicht gleichmaSig planaren Oberflache mehrere Vorrichtungen feh- 
lerhaft sein. Daher mussen CMP-Verfahren eine hochgradig gleichmaBige, 
ebene Oberflache erzeugen. 



In der konkurrierenden Halbleiterindustrie ist es auch wiinschenswert, den 
Durchsatz der fertiggestellten Wafer zu maximieren und die Anzahl fehlerhafter 
Oder beeintrachtigter Vorrichtungen auf jedem Wafer zu minimieren. Der 
Durchsatz von CMP-Verfahren ist eine Funktion mehrerer Faktoren, von denen 
einer die Geschwindigkeit ist, mit der die Dicke des Wafers abnimmt, wenn er 
planarisiert wird (die "Polierrate"), ohne die GleichmaBigkeit der Planaritat der 
Oberflache des Wafers zu opfern. Dementsprechend ist es wunschenswert, die 
Polierrate innerhalb kontrollierter Grenzen zu maximieren. 

Die Polierrate von CMP-Verfahren kann erhoht werden durch Erhohen des 
Anteils von Schleifteilchen in der Aufschlammungs-Losung. Ein Problem beim 
Erhohen des Anteils von Schleifteilchen in kotloidalen Aufschlammungs— 16- 
sungen ist jedoch, daS die Schleifteilchen zum Ausflocken neigen, wenn sie mit 
manchen erwunschten oxidierenden und atzenden Chemikalien gemischt wer- 
den. Zwar konnen Stabilisierungschemikalien ein Ausflocken der Schleifteilchen 
verhindern, aber die Stabilisierungschemikalien sind im allgemeinen mit den 
oxidierenden und atzenden Chemikalien unvertraglich. Daher ist es wun- 
schenswert, den Anteil an Schleifteilchen in der Aufschlammungs-Losung zu 
begrenzen. 

Eine wunschenswerte Losung zur Begrenzung des Anteils von Schleifteilchen in 
der Aufschlammung ist, die Schleifteilchen in dem Kissen zu verteilen. Kon- 
ventionelle Kissen mit verteilten Teilchen werden hergestellt durch Zumischen 
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der Schleifteilchen zu einem aus Monomerketten hergestellten Matrixmaterial. 
Ein ionischer Haftungskatalysator, wie Hexamethyldisilazan, kann verwendet 
werden, um die Haftung zwischen den Teilchen und den Monomerketten zu 
erhohen. Nach dem Einmischen der Schleifteilchen in das Matrixmaterial wird 
das Matrixmaterial ausgehartet, um das Kissen zu harten und die Schleifteilchen 
uberall in dem Matrixmaterial zu verteiien. Bei Betrieb tragen die verteilten 
Schleifteilchen in dem Kissen die Oberflache des Wafers ab, um mechanisch 
Material von dem Wafer zu entfernen. 

Ein Problem bei konventionellen Polierkissen mit verteilten Teilchen ist, daft die 
Schleiffahigkeit der Planarisierungs-Oberflache des Kissen, und daher die Po- 
lierrate eines Wafers, uber die Oberflache des Kissens von einem Bereich zu 
einem anderen variiert. Vor der Aushartung des Matrixmaterials lagern sich die 
Schleifteilchen ublicherweise zu hochdichten Clustern zusammen, was eine 
ungleichmaSige Verteilung von Schleifteilchen uberall in dem Kissen verur— 
sacht Daher ware es wunschenswert, ein Polierkissen mit verteilten Teilchen zu 
entwickeln, das uberall in dem Kissen eine gleichmaBige Verteilung von 
Schleifteilchen hat. 

Ein weiteres Problem bei konventionellen Polierkissen mit verteilten Teilchen 
ist, daB sie dazu neigen, die Oberflache des Wafers zu verkratzen. Wenn das 
Kisseh etnen Wafer planarisiert, wird das Matrixmaterial, das Schleifteilchen auf 
der Planarisierungs-Oberflache des Polierkissens benachbart ist, abgenutzt. 
SchlieSlich brechen manche der Schleifteilchen von dem Kissen ab und wan- 
dern in die Aufschlammung. Es brechen auch Teilchen von Kissen mit ioni- 
schen Haftungskatalysatoren ab, weil elektrostatische Losungsmittel die ioni- 
schen Bindungen zwischen dem Matrixmaterial und den Teilchen schwachen. 
Wenn eine groBe Anhaufung verteilter Teilchen von dem Kissen abbricht, kann 
sie die Oberflache des Wafers verkratzen und mehrere der Vorrichtungen auf 
dem Wafer ernsthaft beschadigen. Daher ware es wunschenswert, ein Kissen 
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zu entwickeln, das Schleifteilchen im wesentlichen daran hindert, von dem Kis- 
sen abzubrechen. 

Die EP-A-0 227 894 beschreibt Schleifgegenstande, die in einer geharteten 
Bindemittelzusammensetzung, die an einer Unterlage haftet, eingebettete 
Schleifteilchen aufweisen. 

Zusammenfassung der Erfindung 

Das erfindungsgemaGe Polierkissen wird zum Planarisieren von Halbleiterwa- 
fern mit einem CMP-Verfahren verwendet Das Polierkissen besitzt einen Kor- 
per, Molekulbindungsglieder und Schleifteilchen, die im wesentlichen gleich- 
maSig Qberall in dem Korper verteilt sind. Der Korper ist aus einem polymeren 
Matrixmaterial hergestellt, und die Molekulbindungsglieder sind kovalent an 
dem Matrixmaterial angebracht. Im wesentlichen alle Schleifteilchen sind 
ebenfalls kovalent an mindestens ein Molekulbindungsglied gebunden. Die 
Molekulbindungsglieder befestigen die Schleifteilchen sicher an dem Matrix- 
material, um die GleichmaBigkeit der Verteilung der Schleifteilchen uberall in 
dem Kissen zu erhdhen und die Schleifteilchen im wesentlichen daran zu hin- 
dern, von dem Kissen abzubrechen. 

Bei eirrem Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemaSen Polierkissens mit 
gebundenen Teilchen werden Molekulbindungsglieder kovalent an Schteifteil — « 
chen gebunden. Nachdem die Molekulbindungsglieder kovalent an die Schleif- 
teilchen gebunden worden sind, werden die verbundenen Molekulbindungs- 
glieder und Schleifteilchen in einer Form mit einem Matrixmaterial vermischt. 
Wahrend des Schritts des Vermischens binden reaktive Endgruppen der Mole- 
kulbindungsglieder an das Matrixmaterial, um die Teilchen sicher an dem Ma- 
trixmaterial zu befestigen. Das Matrixmaterial wird dann gehartet, um einen 
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120 Kissenkorper mit gebundenen Schleifteilchen, die liberal! in dem Kdrper im 
wesentlichen gleichmaKig verteilt sind, zu bilden. 

Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

125 

Figur 1 ist eine Partialquerschnittsansicht eines konventionellen Potierkis- 
sens mit verteilten Schleifteilchen gemaS dem Stand der Technik. 

Figur 2 ist eine schematische Partialquerschnittsansicht eines Polierkissens 
130 mit gebundenen, verteilten Teilchen gemaS der Erfindung. 

Figur 3 ist eine schematische Ansicht eines Molekulbindungsglieds und ei- 
nes Schleifteilchens gemaS der Erfindung. 

135 Figur 4A ist ein chemisches Schaubild eines Molekulbindungsglieds und 

Schleifteilchens gemaS der Erfindung. 

Figur 4B ist ein chemisches Schaubild der Reaktion zwischen einem Mole- 
kulbindungsglied und einem Schleifteilchen gemaS der Erfindung. 

140 

Figur. 5 ist ein Ablaufdiagramm, das ein Verfahren zur Herstellung eines 
Polierkissens mit gebundenen, verteilten Teilchen gemaR der Erfindung veran- 
schaulicht. 

145 Genaue Beschreibung der Erfindung 

Das Polierkissen der vorliegenden Erfindung hat uberall in dem Kissen ein 
gleichmaSige Verteilung von Schleifteilchen, und die Schleifteilchen sind koya- 
lent an das Kissen gebunden, um die Schleifteilchen im wesentlichen daran zu 
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hindern, von dem Kissen abzubrechen. Ein wichtiger Aspekt der vorliegenden 
Erfmdung ist, Molekulbindungsglieder bereitzustelten, die sowohl an das Ma- 
trixmaterial des Polierkissens als auch an die Schleifteilchen kovalent binden. 
Die Molekulbindungsglieder uben die folgenden vorteilhaften Funktionen aus: 
(1) sie hindern die Schleifteilchen im wesentlichen daran, sich zusammenzula- 
gern, bevor das Matrixmaterial ausgehartet ist, und (2) sie machen die Schleif- 
teilchen an dem Matrixmaterial fest. Die Molekulbindungsglieder verbessern 
daher die GleichmaBigkeit der Verteilung der Schleifteilchen uberall in dem 
Matrixmaterial und hindern die Schleifteilchen im wesentlichen daran, von dem 
Polierkissen abzubrechen. 



Figur 1 veranschaulicht ein konventionelles Polierkissen P, das aus einem Ma- 
trixmaterial 12 und einer Anzahl von Schleifteilchen 20 gebildet ist. Die Schleif- 
teilchen 20 werden in dem Matrixmaterial 12 verteilt, wahrend sich das Matrix- 
material 12 im flussigen Zustand befindet. Bevor das Matrixmaterial 12 aushar- 
165 tet, konnen sich die Schleifteilchen 20 zu Clustern 22, die die GleichmaSigkeit 
der Verteilung der Schleifteilchen 20 uberall in dem Matrixmaterial 12 verrin- 
gern, zusammenlagern. Daher ist, wenn eine Planarisierungs-Oberflache S 
des Kissens P in den Zustand einer neuen Planarisierungs-Oberflache S c ge- 
bracht wird, die Polierrate uber dem Cluster 22 von Schleifteilchen 20 anders 

,70 als diejenige anderer Bereiche auf dem Kissen. Zusatzlich neigen Schleifteilchen 
20 nahe-der Planarisierungs-Oberflache, wenn das Matrixmaterial 12 wahrend 
der Planarisierung oder wahrend des Konditionierens abgenutzt wird, dazu, von 
dem Kissen P abzubrechen und den Wafer zu verkratzen (nicht gezeigt). Daher 
konnen konventionelle Polierkissen mit verteilten Teilchen unregelmaSige Po- 

175 lierraten ergeben und die Wafer beschadigen. 

Figur 2 veranschaulicht ein Polierkissen 10 gemaS der Erfmdung. Das Polier- 
kissen 10 hat einen aus einem Matrixmaterial 12 hergestellten Korper 11. Das 
Matrixmaterial 12 ist im allgemeinen Polyurethan oder Nylon. Die oben ange- 
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180 gebenen polymeren Materialien sind lediglich beispielhaft, und daher sind an- 
dere polymere Matrixmaterialien innerhaib des Umfangs der Erfindung. Die 
Molekulbindungsglieder 30 binden kovalent an das Matrixmaterial 12 und die 
Schleifteilchen 20. Die Molekulbindungsglieder 30 machen daher die Schleif- 
teilchen 20 an dem Matrixmaterial 12 fest. Die Schleifteilchen 20 sind bevorzugt 

185 aus Siliciumdioxid Oder Aluminiumoxid hergestellt, aber andere Arten von 
Schleifteilchen sind innerhaib des Umfangs der Erfindung. 

Figur 3 veranschaulicht uberdies die Bindung zwischen einem Strang Matrix- 
material 12, einem Bindungsglied 30 und einem Schleifteilchen 20. Das Moie- 

igo kulbindungsglied 30 hat eine Afkylkette 32, eine reaktive Endgruppe 34 und eine 
Teilchen-Befestigungsgruppe 36. Die reaktive Endgruppe 34 ist ein Molekul- 
segment, das das Bindungsglied 30 an den Strang aus Matrixmaterial 12 bindet. 
Die spezielle Struktur der reaktiven Endgruppe 34 ist so gewahlt daS sie sich 
mit der speziellen Art von Matrixmaterial 12 reaktiv verbindet, wenn sich das 

195 Matrixmaterial 12 in einer flussigen Monomerphase befindet. Die Teilchen- 
Befestigungsgruppe 36 ist ein anderes Molekulsegment, das das Bindungsglied 
30 kovalent an das Schleifteilchen 20 bindet. Die spezielle Struktur der Teil- 
chen-Befestigungsgruppe 36 ist in ahnlicher Weise so gewahlt daB sie sich 
kovalent mit dem Material, aus dem die Schleifteilchen 20 hergestellt sind, ver- 

200 bindet Folglich bringt das Molekulbindungsglied 30 das Schleifteilchen 20 si^ 
cher antfem Matrixmaterial 12 an. 

Figur 4A veranschaulicht eine spezielle Ausfuhrungsform des Molekulbin- 
dungsglieds 30. Die Alkylkette 32 ist aus (CH 2 ) n , worin n=1-30, aufgebaut die 
205 reaktive Endgruppe ist aus COOH aufgebaut, und die Teilchen-Befestigungs- 
gruppe ist aus Trichlorsiian aufgebaut. Betrachtet man Figur 4B, so reagiert das 
Trichlorsilan— Molekul mit den O-H-Ketten an der Oberflache des Teilchens 
20, um das Schleifteilchen 20 kovalent an die Teilchen-Befestigungsgruppe 36 
des Molekulbindungsglieds 30 zu binden. In ahnlicher Weise reagiert die reak- 
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tive Endgruppe COOH 34 mit einer Urethan — Monomerkette 12, um das Bin— 
dungsglied 30 an das Matrixmaterial 12 zu binden. Die Nebenprodukte der Re- 
aktion sind Wasser und Chlorwasserstoffsaure. 

Die Erfindung ist nicht beschrankt auf Schleifteilchen aus Siliciumdioxid Oder 
ein Matrixmaterial aus Poiyurethan. Die Materialien, aus denen die Schleifteil- 
chen und das Matrixmaterial gemacht werden, konnen variiert werden, um dem 
Kissen gewunschte Eigenschaften zu verleihen. Ein zentraler Aspekt der Erfin- 
dung ist es, Molekulbindungsglieder zu wahlen, die kovalent an die Schleifteil- 
chen und an das Matrixmaterial binden, um die Bindungen zwischen dem Ma- 
trixmaterial, den Molekulbindungsgliedern und den Schleifteilchen im wesent- 
lichen daran zu hindern, in Anwesenheit eines elektrostatischen Losungsmittels 
schwacher zu werden. Zusatzlich kann die Lange der Alkylkette 32 des Mole- 
kulbindungsglieds 30 variiert werden, um sich unterschiedlichen GroSen von 
Schleifteilchen 20 anzupassen. Beispielsweise kann eine 15-20 A lange Alkyl- 
kette (naherungsweise 12 Kohlenstoffatome (CH 2 )u) bei einem Teilchen mit ei- 
nem Durchmesser von 1500 A verwendet werden. Bei groSeren Schleifteilchen 
20 werden bevorzugt langere Alkylketten 32 verwendet, und bei kleineren 
Schleifteilchen 20 werden bevorzugt kurzere Alkyketten 32 verwendet. 

Figur 5 veranschaulicht grafisch ein erfindungsgemaSes Verfahren zur Herstel- 
lung von Polierkissen mit gebundenen Teilchen zur Verwendung bei der che- 
misch-mechanischen Planarisierung von Halbleiterwafern. Der erste Schritt 
200 des Verfahrens ist, eine Form mit einem Matrixmaterial in einer flussigen 
Monomer- Phase zu fullen. Der zweite Schritt 202 ist, Schleifteilchen kovalent 
an Molekulbindungsglieder zu binden. In Abhangigkeit von der gewunschten 
Lange der Molekulbindungsglieder, werden sie auf den Schleifteilchen entwe- 
der durch Dampfabscheidung (kurzere Langen) oder durch Flussigkeits-Ab- 
scheidung (langere Langen) abgeschieden. Der dritte Schritt 204 ist, die ver- 
bundenen Molekulbindungsglieder und Schleifteilchen mit dem Matrixmaterial 
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240 zu vermischen. Das Kissen wird aus naherungsweise 10-50 Gew.% Schleif- 
teilchen und Bindungsgliedern, und naherungsweise 50-90 Gew.% Matrixma — 
terial 12 hergestellt. In einer bevorzugten Ausfuhrungsform wird das Kissen aus 
naherungsweise 15-25 Gew.% verbundenen Schleifteilchen und Bindungs- 
gliedern hergestellt. Nachdem die verbundenen Schleifteilchen und Molekul- 

245 bindungsglieder im wesentlichen gleichmaBig uberall in dem Matrixmaterial 
verteilt sind, besteht der vierte Schritte 206 darin f das Matrixmaterial auszuhar- 
ten. 

Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung ist, daB das Polierkissen ohne Ein — 
250 schrankung der oxidierenden oder atzenden Chemikalien in der Aufschlarn— 
mung zu einer hohen Polierrate fuhrt. Durch Einfugen der Schleifteilchen 20 in 
das Kissen 10 sind in der Aufschlammungs-Losung keine Stabilisierungsmittel 
erforderlich. Dementsprechend kann in der Aufschlammungs-Ldsung ein wei- 
terer Bereich an atzenden und oxidierenden Chemikalien verwendet werden. 

255 

Ein we ite re r Vorteil der vorliegenden Erfindung ist, daB das Polierkissen 10 uber 
seine Planarisierungs- Oberflache eine gleichmaBige Polierrate hat. Durch Bin- 
den der Schleifteilchen 20 an das Matrixmaterial 12 lagern sich die Schleifteil- 
chen 20 nicht, wie in Figur 1 gezeigt zu groBen Clustern 22 zusammen. Das 
260 Polierkissen 10 hat daher uberall in dem Matrixmaterial eine im wesentlichen 
gleichmaBige Verteilung von Schleifteilchen 20. Daher ist die Polierrate uber die 
Oberflache des Wafers im wesentlichen gleichmaBig. 

Noch ein weiterer Vorteil der Erfindung ist, daB das Polierkissen 10 keine gro- 
265 Ben Kratzer auf der Oberflache eines Wafers erzeugt Durch kovalentes Binden 
der Schleifteilchen 20 an das Matrixmaterial 12 brechen die Schleifteilchen 20 in 
der Anwesenheit eines elektrostatischen Losungsmittels nicht leicht von dem 
Kissen 10 ab. Daher ist es im Vergleich zu konventionellen Kissen weniger 
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wahrscheinlich, daS grofce Cluster 22 von Schleifteilchen 20 von dem Kissen 10 
270 abbrechen und einen Wafer wahrend der Planarisierung verkratzen. 

Aus dem vorstehenden wird man einsehen, daB, obwohl hierin zu Zwecken der 
Veranschaulichung spezielle Ausfuhrungsformen der Erfindung beschrieben 
wurden, verschiedene Abwandlungen durchgefuhrt werden konnen, ohne vom 
275 Umfang der Erfindung abzuweichen. Dementsprechend ist die Erfindung nicht 
beschrankt, auSer durch die angefugten Anspruche. 
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280 



285 



310 



Patentanspruche 



1. Halbleiterwafer-Polierkissen aufweisend: 

— einen aus einem polymeren Matrixmaterial hergestellten Kdrper, 

- Schleifteilchen, und 

290 - Molekulbindungsglieder, 

wobei die Molekulbindungsglieder an einem ihrer Enden eine reaktive 
Endgruppe und an einem anderen ihrer Enden eine Teilchen— Befesti- 
gungsgruppe aufweisen, wobei die reaktive Endgruppe kovaient an das 
Matrixmaterial bindet und die Teilchen-Befestigungsgruppe kovaient an 

295 Schleifteilchen bindet, wodurch die Molekulbindungsglieder die Schleifteil- 

chen an das Matrixmaterial binden in einer im wesentlichen gleichformigen 
Verteilung uberall im Korper und in einer Weise, die es ermdglicht r die Bin- 
dung zwischen den Schleifteilchen und dem Matrixmaterial in Anwesenheit 
einer elektrostatischen Aufschlammung fur chemisch-mechanische 

300 Planarisierung aufrecht zu erhalten. 

2. Polierkissen nach Anspruch 1, bei dem das Matrixmaterial aus Polyurethan 
hergestellt ist. 

305 3. Polierkissen nach Anspruch 1, bei dem die Schleifteilchen aus Siliciumdi- 
oxid hergestellt sind. 

4. Polierkissen nach Anspruch 1, bei dem die Schleifteilchen aus Aluminium- 
oxid hergestellt sind. 



Polierkissen nach Anspruch 1, bei dem das Matrixmaterial aus Polyurethan 
hergestellt ist und die Schleifteilchen aus Siliciumdioxid hergestellt sind. 
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6. Polierkissen nach Anspruch 5, bei dem die reaktive Endgruppe COOH ist 
315 und die Teilchen— Befestigungsgruppe ein Trichlorsilan ist, wobei das 

Trichlorsilan kovalent an eine hydroxylierte Siliciumoberflache auf den 
Schleifteilchen bindet. 

7. Verfahren zur Herstellung eines Polierkissens mit gebundenen Teilchen zur 
320 Verwendung bei der chemisch-mechanischen Planarisierung von Halblei- 

terwafern, folgende Schritte aufweisend: 
Fullen einer Form mit einem Matrixmaterial, 

kovalent Binden von Molekulbindungsgliedern an Schleifteilchen, wobei 
jedes Molekulbindungsglied eine reaktive Endgruppe an einem Ende zum 
325 kovalent Binden des Molekulbindungsglieds an das Matrixmaterial und eine 

Teilchen-Befestigungsgruppe am anderen Ende zum kovalent Binden des 
Molekulbindungsglieds an ein Schleifteilchen hat, 

Vermischen der verbundenen Schleifteilchen und Molekulbindungsglieder 
mit dem Matrixmaterial, wobei die Molekulbindungsglieder kovalent an das 
330 Matrixmaterial binden, um die Schleifteilchen sicher an dem Matrixmaterial 

zu befestigen, und 

Harten des Matrixmaterials zur Bildung eines Kissenkdrpers mit gebunde- 
nen Schleifteilchen, die im wesentlichen gleichformig uberall in dem Korper 
suspendiert werden. 



o 



335 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem das Matrixmaterial aus einem poly- 
meren Material hergestellt ist. 

9. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem der Schritt des Vermischens das Ver- 
340 mischen von 10 bis 50 Gew.-% verbundener Schleifteilchen und Molekul- 
bindungsglieder mit dem Matrixmaterial aufweist. 

10. Planarisiermaschine fur chemisch— mechanische Planarisierung eines 
Halbleiterwafers, aufweisend: 

345 eine Platte, 

ein an der Platte angebrachtes Polierkissen, wobei das Polierkissen besitzt: 
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einen aus einem polymeren Matrixrnaterial hergestellten Korper, Schleif- 
teilchen und Molekulbindungsglieder, wobei die Molekulbindungsglieder 
an einem ihrer Enden eine reaktive Endgruppe haben, urn kovalent an das 

350 Matrixrnaterial zu binden, und an einem anderen Ende eine Teilchen — Be— 

festigungsgruppe haben, urn kovalent an ein Schleifteilchen zu binden, 
wodurch sie wahrend einer chemisch— mechanischen Planarisierung in 
Anwesenheit einer elektrostatischen Aufschlammung fur chemisch-me- 
chanische Planarisierung die Schleifteilchen uberall im Korper an dem Ma- 

355 trixmaterial befestigen, und 

einen Wafer-Trager, der Qber dem Polierkissen anordenbar ist, wobei der 
Wafer an dem Wafer-Trager befestigbar ist, wobei mindestens die Platte 
und/oder der Wafer-Trager bewegbar ist, urn den Wafer mit dem Polier- 
kissen in Eingriff zu bringen und um Bewegung zwischen den Wafer und 

360 das Polierkissen zu bringen. 

11. Planarisiermaschine nach Anspruch 10, bei der das Matrixrnaterial aus Po- 
lyurethan hergestellt ist. 

365 12. Planarisiermaschine nach Anspruch 10, bei der die Schleifteilchen aus Sili- 
ciumdioxid hergestellt sind. 

13. Planarisiermaschine nach Anspruch 10, bei der die Schleifteilchen aus Alu — 
miniumoxid hergestellt sind. 

370 

14. Planarisiermaschine nach Anspruch 10, bei der das Matrixrnaterial aus Po— 
lyurethan hergestellt ist und die Schleifteilchen aus Siliciumdioxid herge- 
stellt sind. 

375 15. Planarisiermaschine nach Anspruch 10, bei der die reaktive Endgruppe 
COOH ist und die Teilchen-Befestigungsgruppe ein Trichlorsilan ist, wobei 
das Trichlorsilan kovalent an eine hydroxylierte Siliciumoberflache auf den 
Schleifteilchen bindet. 
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16. Polierkissen aufweisend: 

— einen Kdrper, der aus einem polymeren Matrixmaterial hergestellt ist f 

— nicht-hydrolysierte Molekulbindungsglieder, 

— Schleifteilchen, 

— wobei die Molekulbindungsglieder eine reaktive Endgruppe an einem 
Ende haben, um kovalent an das Matrixmaterial zu binden, und eine Teil— 
chen— Befestigungsgruppe an einem anderen Ende haben, um kovalent an 
ein Schleifteilchen zu binden, und die Schleifteilchen wahrend chemisch- 
mechanischer Planarisierung an dem Matrixmaterial zu befestigen. 

17. Polierkissen nach Anspruch 16, bei dem die Schleifteilchen eine durch 
Dampfabscheidung aufgebrachte Beschichtung aus Molekulbindungsglie- 
dern haben. 

18. Polierkissen nach Anspruch 16, bei dem das Matrixmaterial Polyurethan ist 
und die Schleifteilchen Siiiciumdioxid sind, und bei dem jedes Molekiil- 
bindungsglied eine reaktive Endgruppe aus COOH und eine Teilchen-Be- 
festigungsgruppe aus Trichlorsilan hat, wobei die reaktive Endgruppe ein 
Molekulabschnitt an einem Ende des Molekulbindungsglieds ist, der kova- 
lent an das Matrixmaterial bindet, und wobei die Teilchen— Befestigungs- 
gruppe ein anderer Molekulabsabschnitt an einem anderen Ende des Mo- 
lekulbindungsglieds ist. 

19. Polierkissen aufweisend: 

— einen Kdrper, der aus einem polymeren Matrixmaterial hergestellt ist, 
wobei der Kdrper zwischen etwa 50 und 90 Gew.— % des Polierkissens 
ausmacht, 

— nicht— hydrolysierte Molekulbindungsglieder, 

— Schleifteilchen, die zwischen etwa 10 und 50 Gew.-% des Polierkissens 
ausmachen, 

wobei die Molekulbindungsglieder eine reaktive Endgruppe an einem Ende 
haben, um kovalent an das Matrixmaterial zu binden, und eine Teilchen — 
Befestigungsgruppe an einem anderen Ende haben, um kovalent an ein 
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Schleifteilchen zu binden, und die Schleifteilchen wahrend chemisch— me- 
chanischer Planarisierung an dem Matrixmaterial zu befestigen. 

20. Polierkissen nach Anspruch 19, bei dem die Schleifteilchen eine durch 
Dampfabscheidung aufgebrachte Beschichtung aus Molekulbindungsglie- 
dern haben. 

21. Polierkissen nach Anspruch 19, bei dem die Schleifteilchen zwischen etwa 
15 und 25 Gew.— % des Polierkissens ausmachen. 

22. Polierkissen nach Anspruch 19, bei dem das Matrixmaterial Polyurethan ist 
und die Schleifteilchen Siliciumdioxid sind, und bei dem jedes Molekul- 
bindungsglied eine reaktive Endgruppe aus COOH und erne Teilchen-Be- 
festigungsgruppe aus Trichlorsilan aufweist, wobei die reaktive Endgruppe 
ein Molekulsegment an einem Ende des Molekulbindungsglieds ist, das 
kovalent an das Matrixmaterial bindet, und wobei die Teilchen-Befesti- 
gungsgruppe ein anderes Molekulsegment an einem anderen Ende des 
Molekulbindungsglieds ist, das kovalent an ein Schleifteilchen bindet. 

23. Polierkissen aufweisend: 

- einen Korper, der aus einem polymeren Matrixmaterial hergestellt ist, 

— nicht— hydrolysierte Molekulbindungsglieder, 

'— Schleifteilchen mit einer mittleren TeilchengroSe von weniger als 0,15 
jxm, 

wobei die Molekulbindungsglieder eine reaktive Endgruppe an einem Ende 
haben, um kovalent an das Matrixmaterial zu binden, und eine Teilchen- 
Befestigungsgruppe an einem anderen Ende haben, um kovalent an ein 
Schleifteilchen zu binden, und die Schleifteilchen wahrend chemisch-me- 
chanischer Planarisierung in Anwesenheit einer elektrostatischen Losung 
fur chemisch-mechanische Planarisierung an dem Matrixmaterial zu befe- 
stigen. 

24. Polierkissen nach Anspruch 23, bei dem die Schleifteilchen eine mittlere 
TeilchengroKe von weniger als 0,1 |xm haben. 
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25. Polierkissen nach Anspruch 23, bei dem der Korper zwischen etwa 50 und 
90 Gew.— % des Polierkissens ausmacht und die Schleifteilchen zwischen 
etwa 10 und 50 Gew.-% des Polierkissens ausmachen. 
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